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PtSi - Si NANOSTRUKTURLARIN ALINMA TEXNOLOGIiYASI
VO FOTOELEKTRIK XASSOLORI

N.F. KAZIMOV
Milli Aerokosmik Agentliyi, Ekologiya Institutu,
S.S. Axundov kii¢. 1, AZ 1115

Tadgigatlar ssasinda miisyyan olunmusdur ki, Sottki kontaktli fotodiodlarin atmosferin gaffafliq pancarslorinds ayirdetms ga-
biliyysti potensial ¢oporin hiindiirliiyiiniin azalmasimi tomin edon metallardan istifads etmoklo artirmaq olar. Lakin, bu zaman hassas
elementin soyudulma temperaturunu azaltmaq lazimdir. 3-5 mkm oblastinda giialanmalar1 qeyd etmok {igiin on perspektivli diod

PtSi- Si kontaktlar1 osasinda yaradilmis fotodiodlardir.

Acar sozlor: fotodiod, infraqirmizi oblast, saffafliq pancarassi, asqar, diffuziya, elektronogramm, maqnetron tozlandirma.
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Miiasir elm vo texnikanin intensiv inkigafi yarim-
kegiricilar fizikasi ilo ¢ox six alagedardir. Mohz ya-
rimkegiricilorin genis todgigi nsticesinds kosmik vo
horbi texnikani, eloco do xalq tosorriifatinin miixtslif
saholorini inkisaf etdirmok miimkiin olmusdur. Son
zamanlar metal silisidlori hom elmi, ham do texniki
noqteyi nozordon boyiik maraq kasb edir. Bu onunla
olagodardir ki, silisidlor bdyilk potensial imkanlara
malikdirlor. Belo ki, onlarm assasinda kicik miiqavi-
motli kontaktlar, integral mikrosxemlari {igiin birlasdi-
rici elektrodlar, infraqirmizi oblastda iglayan diod , fo-
todiodlar vo s. almaq miimkiindiir. Digor torafdon sili-
sidlor boyiik temperaturlarda stabil elektrik vo foto-
elektrik xassalora malik olurlar.

Adaton, harbi mogsadloar tigiin istifado olunan fo-
todiodlar atmosferin soffafliq oblastlarini, yani 3-5 vo
8-14mkm-i shats edir. 3-5 mkm oblastda isloyan ci-
hazlar tigiin platin silisiddon istifads olunur (sokil 1).
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Sokil 1. PtSi — Si kontakt1 asasinda Sottki fotodiodu.

Sottki fotodiodunu almaq tgiin, fosfor vo borla as-
garlanmis, konsentrasiyasi 1,5.10" - 7.10"° sm™, oriyenta-
siyasi (100), (111) olan n va p- tip standart Si 16vhasindon
istifado olunmusdur. Si 16vhasi standart kimyavi agin-
maya moruz qalir. Asinmadan sonra 16vho 1:10 nisbatinds
olan HF+H,0 mohlulunda, elocs do deionizasiya olunmus
suda yuyulur. Sonra l6vhs iizorinds gahnhgi 0,35-
0,60mkm olan SiO, (silisium oksid) tabagoesi termiki ok-
sidlogsmo tisulu yaradilir. Silisium oksid tobagasi 1000°C
temperaturda iki (2) saat arzinds su buxari atmosferinda
yetisdirilir. Silisium oksid tebagesinin strukturunun six-
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lasdirilmasi tigiin su buxarimin verilmasindan avval vo ok-
sidlosmadon sonra reaktorda l6vha quru O, (oksigen)
miihitindo 10 dogige saxlamilir. ilk fotolitoqrafiya vasito-
silo n* oblast {igiin pancars agilir. Fotorezist “Karo” moh-
lulu ilo gotiriliir, kimyavi tomizlonir vo pancaradan si-
lisiuma termiki {isulla F (fosfor) yeridilir. Asqarlayici qa-
risiq POCl;, diffuziyanin temperaturu 950°C , diffuziya
miiddati isa 15 dagigoys barabar olur. Bels rejimdan son-
ra n* oblastin parametrlori x;=0,5+0,02 mkm (yoni diffu-
zion dorinlik), Ry =8-13 Om/kvadrat (sath miiqavimati) ki-
mi alinnmugdir. P*-oblast 950°C-do yarim saat orzinds bo-
run (B) diffuziyas: vasitasilo yaradilmigdir. Diffuziya ob-
last1 (P*) iigiin x=0,6+0,2 mkm, Ry=80 +20 Om/kvadrat —
a borabor olmugdur. Sonraki prosesda oksid tabagoesinda
fotolitografiya tisulu ilo sahalori 10°-10"° sm? olan panco-
rolor agilmigdir. Pancaralora vakuum buxarlandirilmasi,
homginin magnetron buxarlandirilmas: iisullari ila qalnlig:
100 — 2004 olan platin tobagosi ¢okilmisdir. Sonra Pt/Si
strukturu 5.10° mm.c.st. tozyiqdo , 530 — 930 K tempera-
turda 10-60 dogigs vakuumda kvars ampulada H, +O, gaz
qarisiginda termiki emala moruz qalmigdir. Maqgnetron
tozlandirma amoliyyati “ ANAD-2” qurgusunda aparil-
migdir. Termiki emal zamani platin silisiumla reaksiyaya
girorak platin silisidini amalo gatirir. Niimunonin struk-
turu oksolunma metodu ilo EQ-100 elektronografinda tad-
qiq olunmusdur ( sokil 2).

Sakil 2. PtSi — Si strukturunun elektronoqrammasi.

Miisahids olunan kikugi-xattlor monokristalin yiik-
Sok daracads mitkemmalliyina dolalst edir. Debay halga-
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larmin komoayi ilo alinan miistovilorarasi moasafalorin toyi-
ni do platin silisidin strukturu ils yaxst uygunlasir.
Diffuzion — baryer materiali kimi ¢atinariyan titan vo
volframin xolitosindon (TiW) istifado olunmusdur. TiW
xolitasi diffuziya g¢opori rolunu oynayir ki, bu da 6z
novbasinds cihazin deqradasiyasinin qarsisini alir.

PtSi-Si STRUKTURUNUN ELEKTRIK VO
FOTOELEKTRIK XASSOLORI

PtSI-Si osasinda Sottki goporli kontaktin elektrofi-
ziki xassolori tadqiq edilmisdir. Termiki, elaco do magne-
tron tozlandirma tsullar ilo alinmig PtSi — Si strukturla-
rinin volt-amper xarakteristikalart (VAX) otaq tempe-
raturunda 6zlorini omik xarakteristikalar kimi aparirlar.
VAX-m diiz vo oks qollari, praktiki olarag, xstti vo sim-
metrik olur. Struktur 80 K-ys gadar soyuduldugda, VAX
unipolyar sokil alir (sokil 3).
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Sakil 3. PtSi-Si kontakti osasinda Sottki diodun VAX-1.

VAX-a gora PtSi-Si sorhoddinds potensial ¢oparin

hiindiirlityliniin hesablanmis giymati 0,2 eV-dur. VAX-in
temperatur asililiginin todqiqi yiikiin daginmasi mexaniz-
mi haqqinda kifayat godor informasiya verir. Temperatur
asililiglarinin ¢ixarilmasi ti¢iin nimunslor avtotransforma-
tordan gidalanan termostata yerlosdirilmisdir. Niimunoanin
temperaturu birbasa olaraq 16vhads yerlosdirilmis xlomel
aliminium termociitii vasitasi ilo kontrol edilir. Tempera-
tur xarakteristikasi ¢ixarilmazdan ovval termoemalin ci-
hazlarin elektrik xassalorins tosiri tadqiq edilmisdir. Mo-
lum olmusdur ki, strukturun 350°C-ys godor termoemali
PtSi-Si kontaktinin elektrik xassalorinde dénmayan doyi-
sikliklor yaratmir.
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Sokil 4. PtSi — Si asasinda optik rezonatorlu fotodiod tigiin
fotocoroyanin isiq fotonunun enerjisindon asililigi.

Eksperiment vo nazori hesablamalar gostorir ki, me-
taldan yarimkegiriciys daxili fotoemissiyanin kvant ¢ixi-
siin (Y) spektral asililigi dogiglosdirilmis Fauler diisturu
ilo tasvir olunur va bu 6z oksini sokil 4-do gostarir.
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TECHNOLOGY FOR PRODUCING STRUCTURES PtSi-Si AND PHOTOELECTRICAL ROPERTIES

The obtaining technology of PtSi-Si structures and photoelectric properties of Schottky barrier is investigated in this article. It
is observed that the creation of Schottky receiver in “ optical rezonator” with a thin layer of PtSi leads to coefficient increase of the
guantum photoemission. The radiation absorption degree of photosensitive structure depends not only on PtSi thickness, but also on

the dielektrik material thickness.
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TEXHOJIOTUS TOJIYUYEHUS CTPYKTYP PtSi-Si H UX ®OTOIJIEKTPUUECKHUE CBOMCTBA

B naHHO# cTaThe MCClieJoBaHbl TEXHOJIOTHs monydeHus PtSi-Si crpykTyp u dorosnekrpudeckue cBoiictBa 6aprepa IoTTku.
OGHapyxeHo, uto co3manue LLIOTTKH NpHeMHHKA B BHAE « ONMTHYECKOrO PE30HATOpa» C TOHKUM cioeM PtSi mpuBoauT K pocty
ko3 durmenta kBaHTOBOH (poTodmuccuu. CTereHb MOTJIOUIEHHsT H3IyUeHUs] (POTOUYBCTBUTENBHONW CTPYKTYPBI 3aBHCUT HE TOJIBKO
ot tomuuHel PtSi, a TakxKe OT TOJNIIMHBI MaTepHana IUdJIEKTPUKA.

Qoabul olunma tarixi: 19.07.2017

18



